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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，其具備：
第 1結構體；
第 1柱狀體，其於上述第 1結構體內沿第 1方向延伸；
第 2結構體；
第 2柱狀體，其於上述第 2結構體內沿上述第 1方向延伸；以及
貼合面，其介置於上述第 1結構體與上述第 2結構體之間；且
於上述貼合面中，上述第 1柱狀體與上述第 2柱狀體於上述第 1方向上連接，
上述第 1結構體構成為第 1積層體，
該第 1積層體係複數個第 1導電層與複數個第 1絕緣層交替逐層積層而成，
上述第 1柱狀體構成為第 1柱，
該第 1柱具有於上述第 1積層體內沿上述第 1方向延伸之第 1半導體層，
上述第 2結構體構成為第 2積層體，
該第 2積層體係複數個第 2導電層與複數個第 2絕緣層交替逐層積層而成，
上述第 2柱狀體構成為第 2柱，
該第 2柱具有於上述第 2積層體內沿上述第 1方向延伸之第 2半導體層，
上述第 2柱具有：
延伸部，其於上述第 2積層體內沿上述第 1方向延伸；以及
接合部，其以第 1面連接於上述延伸部之上述貼合面側之端部，以第 2面連接於上述第
1柱之上述貼合面側之端部；且
上述接合部之直徑為上述延伸部之上述貼合面側之端部之直徑以上且上述延伸部之另一

端部之直徑以下。

2.　如請求項 1之半導體裝置，其中
上述第 1結構體構成為上述第 1積層體，
上述第 1積層體進而包含第 1階梯部，該第 1階梯部係上述複數個第 1導電層被加工成
於與上述第 1方向交叉之第 2方向上延伸之階梯狀而成，
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上述第 1階梯部由第 3絕緣層覆蓋，
該半導體裝置進而具備：第 3柱狀體及第 4柱狀體，
上述第 3柱狀體構成為第 1觸點，
該第 1觸點於上述第 3絕緣層中沿上述第 1方向延伸，與被加工成階梯狀之上述複數個
第 1導電層中之任意一個第 1導電層連接，
上述第 2結構體構成為上述第 2積層體，
上述第 2積層體進而包含第 2階梯部，該第 2階梯部係上述複數個第 2導電層被加工成
與上述第 1階梯部於上述第 2方向上連續之階梯狀而成，
上述第 2階梯部由第 4絕緣層覆蓋，
上述第 4柱狀體構成為第 2觸點，
該第 2觸點於上述第 4絕緣層中沿上述第 1方向延伸，與被加工成階梯狀之上述複數個
第 2導電層中之任意一個第 2導電層連接。

3.　如請求項 2之半導體裝置，其中
上述第 1及第 2觸點具有包含導電性物質之導電部，
上述第 1觸點之上述貼合面中之上述導電部之直徑大於上述第 2觸點之上述貼合面中之
上述導電部之直徑。

4.　如請求項 1之半導體裝置，其進而具備：
第 1板狀部，其於上述第 1結構體內沿上述第 1方向及與上述第 1方向交叉之第 2方向
延伸；以及

第 2板狀部，其於上述第 2結構體內沿上述第 1方向及上述第 2方向延伸；且
上述第 1板狀部與上述第 2板狀部於上述貼合面中在上述第 1方向上連接。

圖式簡單說明

圖 1A ～圖 1B係表示實施方式之半導體裝置之概略構成例之圖。
圖 2A ～圖 2B係表示實施方式之記憶區域之詳細構成例之剖視圖。
圖 3A ～圖 3B係表示實施方式之階梯區域之詳細構成例之圖。
圖 4A ～圖 4B係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 5A ～圖 5B係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 6A ～圖 6B係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 7A ～圖 7B係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 8係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 9係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 10A ～圖 10D係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 11A ～圖 11B係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 12A ～圖 12B係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 13A ～圖 13B係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 14A ～圖 14B係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 15係例示實施方式之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 16係例示變化例 1之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 17A ～圖 17B係例示變化例 1之半導體裝置之製造方法之順序之一部分之圖。
圖 18係表示變化例 2之階梯區域之詳細構成例之圖。
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